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DLTS studies of interface states for SiO2/n-GaN deposited by different methods 
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【はじめに】 

GaN MOSFET の高性能化の実現のためには、GaNと絶縁体の界面に低い界面準位密度が求め

られる。DLTS 法は、MOS 界面準位密度評価の有効な測定法である。本研究では DLTS 測定に

より、異なる堆積法を用いて作製した SiO2/n-GaNの界面準位密度の評価を行ったので報告する。 

【実験方法】 

用いた試料はn
+
GaN 基板上にMOVPEにより成長させたn-GaN(2 μm, 5×10

16
 cm

-3
)である。SiO2

膜は、P-CVD法(100 nm)と ALD 法(45nm)の２種類により堆積させた。その後 PDA(800℃, N2, 5

分間)を行っている。Ni蒸着によりゲート電極、Alスパッタ法によりオーミック電極を形成し、

MOSキャパシタを作製した。電極形成後、475℃, N2, 5 分間の熱処理を行った。DLTS 測定は 80K 

~ 400Kの温度範囲で行い、界面準位密度の評価を行った。 

【実験結果】 

DLTS 測定の測定結果を図 1 に示す。両試料共に DLTS 測定の温度範囲にわたってブロードな

信号が観測された。また、ALD 堆積 SiO2/n-GaN  MOSの信号には、130K, 280K付近にバルク

トラップからの信号と考えられるピークが観測された。界面準位とバルクトラップを含む信号

から、バルクトラップからの信号を分離することで界面準位を評価した結果が図 2 である。図 2

より、p-CVD堆積 SiO2/n-GaN MOS界面準位密度は 3.1~6.3×10
11

 eV
-1

cm
-2、ALD 堆積 SiO2/n-GaN 

MOS界面準位密度は 0.5~2.2×10
11

 eV
-1

cm
-2であり、特に浅い準位において、ALD堆積 SiO2/n-GaN 

MOS界面準位密度の低下が見られる。 

[まとめ] 

 p-CVD 堆積 SiO2/n-GaN の界面準位は ALD 堆積 SiO2/n-GaNに比べ、浅い準位で大きな値をし

めした。プラズマによる損傷が懸念される。現在、n-GaNバルクトラップの評価を行っている。 

 

Fig. 1, DLTS spectra for n-GaN MOS. Fig. 2, Interface state density distribution 

for n-GaN MOS. 
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